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論　　文　　の　　要　　旨

　本研究は，SiのVLSIの製造プロセスの重要な地位を占める，いわゆるドライ・プロセスに関する

ものである。

　その中でも重要なガスである塩素および酸素とシリコソ清浄表面およびその酸化膜表面との初期反

応について，両種ガスの単独効果および相乗効果の詳細を研究した。

　本研究の主流をなすものは，超高真空室中でのAES，RHEED，L睨LS，XPSなどの“その場観察”

により原子層単位での表面構造解析を多面的に行なったことである。

　実験の結果，以下の結論を得ている。

（王）

（2）

（3）

（4）

（5）
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　Si表面へのClの吸着は（111）および（100）結晶面で異なる。

　イオソアシステッドC1。エッチでは，SiC1。種が主である。

　吸着α原子は820℃でほぼ脱着するが，その過程は結晶面で異なる。

　酸化初期過程での原子相互位置が同定された。

　C1原子の吸着したSi表面では，酸化は抑制されることが，さらにその酸化遇程も明らかにされ

た。

　CI原子の吸着は，完全酸化膜SiO・では起きない。不完全酸化膜（S1○、，2＞x）には，吸着す

る。
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審　　査　　の　　要　　旨

本研究で得られた結果は，工業的に重要であるとともに，学術的にも非常に価値の高いものである。

よって、著者は工学博士の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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